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• 𝑡𝑜𝑥 = 150 Å
• 𝑁𝐴 = 3 ⋅ 1015 𝑐𝑚−3

• 𝑉𝐹𝐵 = −0.876 𝑉
• 𝑉𝑇 = 0.884 𝑉

Se tiene una juntura MOS construida con poly N+ y  substrato P de la cual se conocen los 
siguientes datos:

Hallar 𝜙𝐵, COX
′ , 𝑥𝑑, 𝑄′𝑆𝐶𝑅, Δ𝑉𝐵𝑈𝐿𝐾 y ΔV𝑂𝑋 cuando 𝑉𝐺𝐵 = 0.2 𝑉. 
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Gate ∶ PolySi 𝑁+ → 𝜙𝑔𝑎𝑡𝑒 = 550𝑚𝑉
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¿En que régimen estamos?

884 mV

-876 mV



Como estamos en vaciamiento…
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Notemos que: 𝑉𝐺𝐵 + 𝜙𝐵 = Δ𝑉𝑂𝑋 + Δ𝑉𝐵𝑈𝐿𝐾 = 1076𝑚𝑉


